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1.- En el circuito de la Figura 1, el transistor bipolar Q funciona en su region activa:
a) Justificar esta afirmacion. Indicar y justificar ademas cual es el estado de los demas dispositivos C D
semiconductores. B G ‘{ G
b) Determinar el valor de la intensidad de corriente y la caida de tension en cada uno de los elementos Vr<0 ‘{ V>0
de circuito. C E D S S
c) Determinar la tension de salida, v, y la potencia aportada por la fuente V. (3 puntos) si Vo <V ?
Bo— ’ BE= " BEon Go— si Vgs<Vrp
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Figura 1 Re = 10KQ si Iz=0 b v
VCEsat Ip = K[(VGS’ VD)Vps— ‘gj]
2.- Para el circuito inversor NMOS de la Figura 2 : Ig — o 5i Vo>V
: . . . st Vgs=Vr
a) Indicar todos los posibles estados en que pueden encontrarse los transistores y las condiciones que ha B O—‘ q I.>] GO—
‘ V Blp21Ic y VpsSVgs—V
de cumplir v, en cada uno ellos. ViEo S DS=TGS T

b) Calcular el valor v, y el consumo de potencia. Justificar la respuesta verificando que se cumplen las
condiciones de la zona de trabajo en la que se supone que se encuentras ambos transistores. (4 puntos)

Vpp=5V
Vi=5V
Vip=1V
Vy=-3V

By = 9 LA/V?
By =12 pA/V?

Nota: Las calificaciones, asi como el dia, lugar y hora de la revision del examen, seran publicadas el
proximo 30 de Junio en los tablones oficiales del centro.

Figura 2

3.- Explica brevemente el significado de los términos puerta logica y familia logica. Cita tres ejemplos de
familias logicas. Indicar también cuales son los principales parametros que se utilizan para comparar
diferentes familias logicas, explicando brevemente el significado de cada uno de ellos. (1 punto)

4.- Explica brevemente, en términos de corriente de portadores y de forma cualitativa, los fenomenos eléc-
tricos que caracterizan a una unién PN en equilibrio, en polarizacion directa y en polarizacion inversa.
(1 punto)

5.- Dibuja y describe el esquema bésico de una memoria RAM (memoria de acceso aleatorio) de lectura y
escritura (R/W memory). Explica también cuéles son las principales semejanzas y diferencias entre los
sistemas que representan los términos RAM estatica y RAM dinamica. (1 punto)



